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[課題 ] フローバ、試験装置、及び半導体チ ッフの検査方法にお て、ステージを大き < 移動させな
ても電極パッドを観察できるよ にすること。 [解決手段 ] 支持基板 1 1 と、支持基板 1 に取 り付げ
られたフローブ 1 3 とを備 えるフローブカー ド1 O と、被測定 ウエ / \ 4 Oを載せるステージ と、フ
ローブカー ド O± に設げ られ、被測定 ウエ / \ 4 Oに形成された第 1 の半導体チッフ4 1 の電極パ ッド
4 4 を観測するカメ ラ 1 2 と、フローブカー ド1 Oに対するステージ 4 の位置を移動させるステージ移
動部 とを有するフローバ による。



明 細 苫

プローバ、試験だ装置、及び半導体チップの検査方 去

ま支術分野

０００1 本発明は、プローバ、試験装置、及び半導体チップの検査方法に関する。

背月沌支 術

０００2 等の半導体装置の製造工程では、ウェハに回路を形成した後、その回路が所

定の動作をするかどぅかを確認するための電気的な試験が行われる。

０００3 その試験では、例えば、製品の温度保証範囲で回路が動作するかどぅかを確認す

るために、加熱又は冷却されたステージ上にウェハを載せ、ウェハに集積形成され

た半導体チップに試験装置のプローブが当てられる。

０００4 試験を正常に行ぅには、そのプローブは、半導体チップの電極パッドに正確に当て

られるべきである。

０００5 ところが、上記のよぅにステージを加熱又は冷却すると、ステージからの輻射熱によ

ってプローブが変形し、その先端が電極パッドから外れてしまぅことがある。その場合

、電極パッド周囲のパッシベーション膜にプローブの先端が接触し、パッシベーション

膜にプローブ痕が付いてしまぅ。また、最悪の場合には、パッシベーション膜にクラッ

クが発生し、半導体装置において電源間リーク等の不具合が発生することもある。

０００6 特に、システム のよぅに外部接続端子の縮小ィヒや狭ピッチ化が顕著な半導体装

置では、上記したよぅなプローブの位置ずれが発生し易く、改苦が求められる。

０００7 そのよぅなプローブの位置ずれを防止する方法として、例えば、所定個数のチップ

の試験が終了する度に、プローブカードの下方からカメラによりプローブを観察する

方法がある。この場合、カメラによる観察でプローブの先端の位置を認識し、位置ず

れが相殺されるよぅな方向にステージを移動させることになる。

０００8 しかし、この方法では、プローブをカメラで認識するために、ステージをプローバか

ら一且退避させる必要があり、退避のための余計な時間が必要となる。しかも、ステ

ージがプローバから退避している最中にプローブが 自然冷却してしまぅので、その間

にプローブが変形し、プローブの先端の位置を正確に測れないといぅ問題もある。



０００9 更に、この方怯ては、プローフと電極パノトとの位置すれにょりパノシヘ一ション膜

にプローフ痕か付いているかとぅかを試験中に確甜てきす、試験後の外観検査工程

においてプローフ痕を発見することになる。しかし、これては、ステーシ位置を正確に

補正てきなかった場合に、プローフ痕に起因した不良か庫続した複数のチノプに発

生する恐れかあり、最悪の場合には一枚のウェハの全てのチノプか不良になることも

ある。

００1 ０ その他の方怯として、プローフと電極パノトとの位置決めを行ぅために、ステーシを

プロカートから一且退避させ、プローフとの接触にょって電極パノトについたプロー

フ痕を甜識する方怯もある。

００1 1 しかし、この方怯ても、ステーシの退避を伴ぅため、自然冷却にょるプローフの変形

と退避のための試験時間の長期化か避けられない。更に、この方怯は、プローフ痕

か電極パノトについたのか、或いはプローフか電極パノトから外れたのかを判定する

たけてあり、電極パノトにプローフか当たれはょい程度の位置決めしかてきす、電極

パノトとプローフとを高栢度に位置合わせするのか難しい。

００1 2 また、電極パノトに付いたプローフ痕の位置をカメラにょって甜識し、それにょり電

極パノトからプローフ痕かはみ出していることか分かった場合には警報を出して側定

を停止させたり、プローフと電極パノトとの再位置決めを行ったりする方怯もある。

００1 3 しかしなから、この方怯ては、プローフ痕をカメラて甜識するときに、カメラのある所

まてステーシを搬迭する必要かあるのて、搬迭のための余計な時間か必要てあると

共に、搬迭の間にプローフか自然冷却して変形するといぅ既述の問題か解決てきな

い０

特井文献 1 特開昭6 ０ 24０3 ０号公報

特井文献 2 特開昭5 9 564 号公報
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発明の開示

発明が解決しようとする裸題



００14 プローバ、試験装置、及び半導体チップの検査方法において、ステージを大きく移

動させなくても電極パッドを観察できるよぅにすることを目的とする。

課題を解決するための手段

００15 以下の開示の一観点によれば、支持某板と、前記支持某板に取り付けられたプロ

ーブとを備えるプローブカードと、被測定ウェハを載せるステージと、前記プローブカ

ード上に設けられ、前記被測定ウェハに形成された第 の半導体チップの電極パッド

を観測するカメラと、前記プローブカードに対する前記ステージの位置を移動させる

移動手段とを有するプローバが提供される。

００16 また、その開示の別の観点によれば、テスタ部と、前記テスタ部と電気的に接続さ

れるプローバ部とを有し、前記プローバ部は、支持某板と、前記支持某板に取り付け

られたプローブとを備えるプローブカードと、被測定ウェハを載せるステージと、前記

プローブカード上に設けられ、前記被測定ウェハに形成された半導体チップの電極

パッドを観測するカメラと、前記プローブカードに対する前記ステージの位置を移動さ

せる移動手段とを有する試験装置が開示される。

００17 更に、その開示の他の観点によれば、プローブカードの支持某板に取り付けられた

プローブを、ステージ上の被測定ウェハに形成された第 の半導体チップの電極パッ

ドに接触させ、前記第 の半導体チップの電気的特性を測定するステップを有し、前

記第 の半導体チップの測定前若しくは測定後に、前記支持某板上或いは前記プロ

ーブカードの上方に設けられたカメラによって、前記第 の半導体チップの電極パッ

ドを観察する半導体チップの検査方法が開示される。

図面の簡単な説・明

００18 図 図 は、第 実施形態に係る試験装置の構成図である。

図2 図2は、第 実施形態の変形例に係る試験装置の構成図である。

図3 図3は、被測定ウェハの断面図である。

図4 図4は、第 実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチヤ

ートである。

図5 図5は、この半導体チップの検査方法について示す模式図である。

図6 図6は、第 実施形態の試験時における被測定ウェハの平面図



図7 図7は、第 実施形態で作成される外観不良マップの一例を示す平面図である

図8 図8は、第2実施形態に係る試験装置の模式図である。

図9 図9は、第3実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチヤ

ートである。

図1０図 ０は、第3実施形態に係る試験装置の模式図である。

図11 図 は、第3実施形態におけるプローブの痕のズレ呈の算出方法について示

す平面図である。

図12 図 2は、第3実施形態におけるステージの回伝補正呈の算出方法について

示す模式平面図である。

図13 図 3は、第4実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチ

ヤートである。

図14 図 4は、第4実施形態に係る試験装置の模式図である。

図15 図 (a) は、第4実施形態においてステージの高さ位置を補正する前の電極

パッドの拡大平面図であり、図 b は、補正後の電極パッドの拡大平面図である。

図16 図 6は、第5実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチ

ヤートである。

図17 図 (a) (b)は、第4実施形態に係る半導体チップの検査方法について示

す模式平面図である。

図18 図 8は、第6実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチ

ヤートである。

図19 図 9は、第6実施形態における試験時の電極パッドの拡大平面図である。

図2０図2０は、第7実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチ

ヤートである。

図2 1 図2 は、第7実施形態で作成される外観不良マップの一例を示す平面図であ

る。

図22 図22は、第8実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチ

ヤートである。



発明を実施するための最良の形態

００19 ( ) 第 実施形態

図 は、本実施形態に係る試験装置の構成図である。

００2０ この試験装置 は、プローバ 2とテスタ2０とを有する。

００2 1 このぅち、プローバ 2は、被測定ウェハ4０を載せるステージ4と、そのステージ4を水

平面内で並進若しくは回伝させるステージ移動部3とを笛体 7内に備える。なお、そ

のステージ移動部3は、ステージ4を鉛直方向に昇降させる機能も有する。

００22 ステージ4の昇降や水平面内での移動は、ステージ移動部3に設けられた不図示

のステッピングモータによって行われ、昇降呈や移動呈は制御部9から出力されるス

テージ駆動信号 によって制御される。

００23 また、ステージ4には、被測定ウェハ4０を所定の温度に加熱又は冷却するための

温度調節部 5が内藏される。被測定ウェハ4０を加熱するには、例えば抵抗加熱型の

ヒータを温度調節部 5として設ければよい。一方、被測定ウェハ4０を冷却するには、

水等の冷媒が流れる冷媒配管を温度調節部 5として設ければよい。

００24 更に、ステージ4の上方には、被測定ウェハ4０と対向するよぅにしてプローブカード

０が設けられる。

００25 プローブカード ０は、周縁部が笛体 7に固定された樹脂製の支持某板 を備えて

おり、その支持某板 には複数本のプローブ 3が取り付けられる。各プローブ 3は

、例えばタングステン等の金属細線よりなり、ガラスェポキシよりなる樹脂屑 4によっ
て各プローブ 3の間隔が確保される。

００26 そして、支持某板 において被測定ウェハ4０と対向する主面には、被測定ウェハ

4０を観察するためのカメラ 2が設けられる。そのカメラ 2で得られた画像信号は、ケ

ーブル8を介して制御部9に取り込まれる。また、その制御部9には、ハードディスクや

RAM(Random Access Me o )等の記憶部gaが設けられる。

００27 一方、テスタ2０は、テストヘッド2 と試験部22とを有する。

００28 試験部22は、テストヘッド2 に電気的に接続され、テストヘッド2 との間で試験信

号 の授受を行ぅ。

００29 また、テストヘッド2 は、プローバ 2の笛体 7に開閉可能に取り付けられており、支



持某板 に設けられた電極パッド aに当接する導電ピン23を備える。被測定ウエ

ハ4０に対して検査を行 際にほ、その導電ビノ2 から電極パッド aを介してプロー

ブ 3に試験信号 が供給されることになる。

００3０ 検査に際しては、被測定ウエハ4０に形成された第 の半導体チッ 4 の上方にプ

ローブ 3が位置するようにステージ4を水平面内で駆動する。その後、ステージ4を

上昇させることにより、第 の半導体チッ 4 の電極パッド44にプローバ 3を当て、

プローバ 3から第 の半導体チッ 4 に試験信号 を供給する。

００3 1 このようにプローバ 3が第 の半導体チッ 4 の上方に位置しているとき、カメラ

2は、第 の半導体チッ 4 とは別の第2の半導体チッ の上方に位置し、第2の

半導体チッ 4 2の電極パッド44を観察できるようになっている。

００32 カメラ 2の倍率は特に限定されないが、電極パッド44の状態を詳細に観察できると

うい観点からすると、半導体チッ 4 2に形成された複数の電極パッド44のうちの一つ

のみが視野内に入る程度の倍率であるのが好ましい。

００33 なお、本実施形態の構成は上記に限定されず、カメラ 2の取り付け位置を変形し、

図2のような構成としてもよい。

００34 図2は、第 実施形態の変形例に係る試験装置の構成図である。なお、図2におい

て図 と同じ要素には図 と同じ符号を付し、以下ではその説明を省略する。

００35 図2の例では、テストヘッド2 にカメラ 2を設けると共に、支持某板 においてカメ

ラ 2に対応する位置に開口 aを形成する。このような構成とすることで、カメラ 2に

より開口 aを通じて被測定ウエハ4０が観察されることになる。

００36 図3は、被測定ウエハ4０の断面図である。

００37 その被測定ウエハ4０ほ、シリコン墓板9０の上に、酸化シリコン膜等の屑間絶縁膜4

3とアルミニウム配線等の金属配線4 5とを交互に積層してなる多層配線構造を有す

る。これらの膜厚は特に限定されないが、屑間絶縁膜4 3については ００～０００は

m程度、金属配線4 5については ００～2０００ 程度とするのが好ましい。

００38 そして、最上層の屑間絶縁膜4 3の上には、アルミニウム膜等の金属膜をパターニ

ングしてなる0・4～2 程度の厚さの電極パッド44と、空ィヒシリコン膜やボリイミド膜

等のパッンヘ一ンョノ膜4 6が形成される。そのパッシベーション膜4 6は、例えば ～



2 程度の厚さを有すると共に、電極パッド44の表面が露出する開口46a を備える

００39 また、電極パッド44の平面形状は矩形状であり、4０～5０は m程度のピッチで チッ

プ内に複数配列される。

００4０ 次に、この試験装置 を用いた半導体チップの検査方法について説明する。なお、

その検査方法は、図 と図2のどちらの試験装置 を用いてもよい。これについては後

述の各実施形態でも同様である。

００4 1 図4は、本実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチヤート

である。また、図5は、この半導体チップの検査方法について示す模式図であり、図6

は試験時における被測定ウエハの平面図である。

００4 2 図5に示されるように、本実施形態では、末測定の第 の半導体チッ 4 に先行し

て行われる第2の半導体チッ 4 2の測定時に、第 の半導体チッ 4 を観察できる

位置にカメラ 2を設ける。

００4 3 そして、図4の最初のステップ では、上記の第 の半導体チッ 4 の電極パッド

44をカメラ 2により観察する。観察するタイミングは、第2の半導体チッ の上方

にプローブ 3が退避しており、第2の半導体チッ に対する試験を行った直後で

ある。

００44 また、観察する電極パッド44は特に限定されず、半導体チッ 4 に形成された複

数の電極パッド44のうち、代表の数個を観察してもよいし、一つの電極パッド44のみ

を観察してもよい。

００4 5 このように電極パッド44を観察して得られたカメラ 2の画像信号は、ケーブル8を

介して制御部9に取り込まれる。

００46 そして、図4のステップ5 2に移り、取り込まれた画像信号に基づき、制御部9が第

の半導体チッ 4 の電極パッド44 に外観不良があるかどうかを判断する。

００4 7 そのような外観不良としては、図6に示すように、電極パッド44に付着した典物6

や、表面傷 6 2等がある。

００48 ここで、外観不良がある ( S)と判断された場合には、図4のステップS 7に移り、

記，憶部ga (図 参照 ) に第 の半導体チッ 4 を外観不良チップとして登録する。



００4 9 そして、ステップ5 8 に移り、外観不良チップとして登録された第 の半導体チッ 4
については測定をスキップするようにする。

００5 ０ 一方、ステップS 2 において外観不良がな v( O)と判断された場合には、ステップ

S 3 に移り、制御部 9 が記憶部 g a に第 の半導体チッ 4 を外観良品チップとして登

録する。

００5 1 そして、ステッ 54に移り、所定個数の半導体チップの測定の役に第 の半導体チ

ッ がプローブ 3 の下方に移動してきたところで、制御部9 の制御下でステージ4

を上昇させる。これにより、第 の半導体チッ 4 の電極パッド4 4 にプローブ 3 が当

たり、第 の半導体チッ 4 の電気的特性が測定される。

００5 2 次いで、ステップ5 5 に移り、被測定ウエハ4 ０に形成されている全ての半導体チッ

プの測定が終了したかどうかを制御部 9 が判断する。

００5 3 ここで、終了していない( O) と判断された場合には、カメラ 2 による観察が終わっ
ていない半導体チップに対し、ステップ を再び行う。

００5 4 一方、終了した ( S ) と判断された場合には、ステッ 6 に移り、外観不良マップ

を作成する。木ステップは、記憶部 g a に登録された外観不良チップと外観良品チッ

プに基づいて測定部 9 が行う。

００5 5 図7 は、この外観不良マッ 7０の一例を示す平面図である。

００5 6 外観不良マッ 7０は、被測定ウエハ4 ０における外観不良チップと外観良品チップ

の位置を示すものである。

００5 7 本実施形態では、ステップ5 8 において外観不良と判断された半導体チッ 4 に対

しては測定をスキップするので、外観良品と判断された半導体チップに対してのみ測

定が行われることになる。

００5 8 以上により、本実施形態に係る半導体チップの検査方法の主要ステップを終了す

る。

００5 9 上記した本実施形態によれば、図5 に示したように、第 の半導体チッ 4 に先行

して行われる第2 の半導体チッ 4 2 の測定時に、第 の半導体チッ 4 を観察でき

る位置にカメラ 2 を設けるようにした。

００6 ０ そのため、カメラ 2 により第 の半導体チッ 4 を観察するためにステージ4 を大き



く移動させる必要がないので、ステージ4の移動のための無駄な時間を削減できる。

００6 1 更に、このように第2の半導体チッ 4 2の測定に並行して第 の半導体チッ 4 の

外観を観察するので、被測定ウエハ4０に対する電気的な測定を行う工程と、外観を

観察する工程とを同時に行うことができ、半導体装置の製造工程の短縮化に寄与で

きる。

００62 しかも、観察によって外観不良があると判ったら、その半導体チップに対してはプロ

ーブ 3を用いた測定を行わないので、典物等との接触でプローブ 3が変形するの

を未然に防止できる。

００63 (2)第2実施形態

図8は、第2実施形態に係る試験装置の模式図である。なお、図7において、第 実

施形態で説明したのと同じ要素には第 実施形態と同じ符号を付し、以下ではその

説明を省略する。

００64 本実施形態では、プローブ 3とカメラ 2の視野中心との間隔Dを、被測定ウエハ4

0に形成されている各半導体チップ (例えば、第 の半導体チップ4 ) のザイズ の整

数倍とする。

００65 このようにすると、第 の半導体チッ 4 の測定の直後において、第 の半導体チ

ッ 4 の上方にプローブカード ０が退避しているときに、カメラ 2の視野に第2の半

導体チッ 4 2の電極パッド44が収まるようになる。よって、カメラ4 2によって電極パッ

ド44を捉えるためにステージ4を移動させる必要がなく、ステージ4の移動時間を省

略して効率的に電極パッド44を観察することができる。

００66 なお、プローブ 3による各半導体チッ 4 42の測定の先後は限定されず、測定

前の第2の半導体チッ 4 2をカメラ 2で観察してもよいし、測定後の第2の半導体チ

ッ 4 2をカメラ 2で観察してもよい。

００67 (3)第3実施形態

図9は、第3実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチヤート

である。

００68 また、図 O 、第3実施形態に係る試験装置の模式図である。なお、図 ０におい

て、第 実施形態で説明したのと同じ要素には第 実施形態と同じ符号を付し、以下



ではその説明を省略する。

００69 本実施形態では、図 ０に示すように、第 の半導体チップ4 の役に行われる第2

の半導体チッ 4 2の測定時に、測定済みの第 の半導体チッ 4 を観察できる位

置にカメラ 2を設ける。

００7０ そして、図9の最初のステップ5 ０では、制御部9の制御下でステージ4を上昇させ
ることにより第 の半導体チッ 4 の電極パッド44にプローブ 3を当て、第 の半導

体チッ 4 の電気的特性を測定する。

００7 1 このとき、第 の半導体チッ 4 の電極パッド44には、プローブ 3との接触によっ

で痕 3aが付く。

００72 次いで、ステップ に移り、ステージ4の上昇と移動とを繰り返し、第 の半導体チ

ッ 4 と第2の半導体チッ 4 2の間にある所定個数の半導体チップの電気的特，性

を測定する。

００73 その後、ステップ5 2に移り、制御部9の制御下において、ステージ4の上昇により

第2の半導体チッ 4 2の電極パッド44にプローブ 3を当て、第2の半導体チッ 4 2

の電気的特性を測定する。これにより、第2の半導体チッ 4 2の表面には、プローブ

3の痕 3bが付くことになる。

００74 そして、測定が終了したらステージ4を下降させる。このとき、図 ０に示すように、カ

メラ 2の下方には第 の半導体チッ 4 の電極パッド44が位置している。

００75 次いで、ステップS 3に移り、カメラ 2の下方にある第 の半導体チッ 4 の電極

パッド44を観察し、これにより得られた画像データを制御部9が取得する。

００76 ここで、第 の半導体チッ 4 はカメラ 2の下方に位置しているので、半導体チッ

4 の電極パッド44をカメラで観察するためにステージ4を大きく移動させる必要が

ない。

００77 そのため、プローブ 3がステージ4からの輻射熱を受けている状態を維持できるの

で、電極パッド44の観察時に温度変化によってプローブ 3が変形するのを防止でき

ると共に、ステージ4の移動に必要な無駄な時間を省くこともできる。

００78 なお、観察する電極パッド44は特に限定されず、第 の半導体チッ 4 に形成さ

れた複数の電極パッド44のうち、代表の数個を観察してもよいし、一つの電極パッド



44のみを観察してもよい。

００79 そして、ステッ に移り、ステップS 3で取得した画像データを元にして、制御

部9が電極パッド44についたプローブ 3の痕 3aの位置を把握する。

００8０ その後、ステージ4の上昇と移動とを繰り返すことにより、第 の半導体チッ 4 と第

2の半導体チッ 4 2の間にある所定個数の半導体チップの電気的特性を測定する。

００8 1 そして、ステップS 5に移り、カメラ 2の下方に移動してきた第2の半導体チッ

の電極パッド44をカメラ 2により観察し、制御部9が該電極パッド44の画像データを

取得する。

００82 このとき、第2の半導体チッ 4 2はカメラ 2の下方に位置している。そのため、電極

パッド44の観察のためにステージ4を大きく移動させる必要がない。

００83 したがって、ステップS 3で第 の半導体チッ 4 を観察したときと同様に、ステー

、ジ4からの輻射熱をプローブ 3が受けている状態を維持しながら電極パッド44を観

察できると共に、ステージ4の移動に必要な無駄な時間も削減できる。

００84 また、観察する電極パッド44は特に限定されないが、ステップ5 3において第 の

半導体チッ 4 における代表の数個の電極パッド44を観察した場合には、木ステッ

プでもそれらと同じ電極パッド44を観察するようにする。

００85 次いで、ステッ 6に移り、ステップS 5で取得した電極パッド44の画像データ

に基づき、第2の半導体チッ 4 2の電極パッド44に付いたプローブ 3の痕 3bの位

置を制御部9が把握する。

００86 その後、ステップS 7に移り、ステッ 4とステップS 6で取得したプローブ 3の

痕 3a 3bのそれぞれの位置のズレ呈を制御部9が算出する。

００87 図 は、そのズレ呈の算出方法について示す平面図である。

００88 この例では、各半導体チッ 4 4 2にn個の電極パッド44がある場合を想定してお

り、各半導体チッ 4 4 2の隣接する二辺をX軸、Y軸とするX Y直交座標系をチッ

プ内に任意に設定している。

００89 そして、第 の半導体チッ 4 の番 目の電極パッド44に付いた痕 3aの中心の位

置座標を(X ㈲、Y ) とし、第2の半導体チッ の番 目の電極パッド44に付いた痕

3bの中心の位置座標を(X
，
八 Y
，，

) としている。



００9０ この場合、番 目の電極パッド44おける痕 3a 3bのズレ呈 ( A X AY) を、次の

式 ( ) のようにして制御部9が算出する。

００9 1

仙乙，A 二 (刈勾 な ，X 2 U ・・・( )

００92 次いで、図9のステップ5 8に移り、以下のようにしてステージ4を並進及び回伝さ

せ、水平面内でのステージ4の位置を補正する。

００93 まず、並進による補正については、上記のズレ呈 ( A X AY) に某づいて、n個の電

極パッド44におけるズレ呈の平均 ( A X AY) を次の式 (2)のようにして制御部9が算

出する。

００94 数2

口 枇，
ば泊り，㍉文は， ， 枇，，

，・
・・枇。 A， ・

，・…・A ・ ( 2 )

００95 そして、制御部9の制御下で、このズレ呈の平均 ( A X AY) の符号を逆にした(

A X Y) だけステージ4を水平面内で並進させる。

００96 なお、式 (2)のようにn個の全ての電極パッド44についてズレ呈 ( A X AY) の平均

を取るのではなく、数個の代表の電極パッド44についての平均を取り、計算を簡略

化してもよい。

００97 例えば、半導体チッ 4 4 2のコーナ部における電極パッド44は、チップの中心

から最も離れているので、痕 3a 3bのズレ呈 ( A X AY) が大きくなり易く、代表の

電極パッド44として適している。

００98 一方、回伝による補正については、図 に示した電極パッド44の並びのうち、対向

するパッド群 5 52にのみ注目する。そして、左側のパッド群 5 と右側のパッド群 52

のそれぞれについて、プローブの痕 3a 3bのY方向の平均のズレ呈A Y左、A Y

右を次のようにして算出する。

００99 数3

上
ム

，十…，
在 二

俣 ㏍ A仏
，

，，A ， 。，枇 。AY 十， "
"

・… A㍉Ⅱ ( 3 )



０1００ 数4

Aな ，上 ， 。。は
，。枇，，Aど

。，・ 。A
，り A巧で ・円・。 ・，・( 4 )

０1０1 なお、式 (3) (4) においては、左側のパノト群 5 には添え字かpから始まる電極パ

ノト44か全部てk個ある場合を想定し、右側のパノト群 5 2には添え字かqから始まる

電極パノト44か全部てk個ある場合を想定している。

０1０2 但し、本実施形態はこれに限定されす、式 (3) (4)のようにk個の全ての電極パノ

ト44についての平均を取るのてはなく、k個のなかから代表の電極パノト44について

の平均を取るようにしてもよい。

０1０3 図 2は、このように大めたスレ呈A Y左、A Y右に某ついたステーシ4の回伝補正

呈A の算出方怯について示す模式平面図てある。

０1０4 なお、図 2において、長さ は、左側のパノト群 5 と右側のパノト群 52のそれそれ

の中心間距離てある。また、電極パノト44内て実線と点線て示すように、この例ては

プローフ 3の痕か上記した平均のスレ呈A Y左、A Y右たけすれている場合を想定

している。

０1０5 図 2に示されるように、電極パノト44とプローハ 3とか全体的に角度 A ０たけ回

伝すれを起こしていると、角度 a の正接は、( A Y左 A Y右) と近似てきる。

０1０6 よって、吹の式 (5) のように角度 a を算出し得る。

０1０7 数5

，，ね"
" 。 。・・・ 5，

０1０8 このように算出した角度 a に某つき、制御都9の制御下においてステーシ4を一

a たけ回伝させることにより、ステーシ4の位置補正を行うことかてきる。

０1０9 上記のようにして水平面内においてステーシ4を並進及ひ回伝させることにより、木

ステノプては、スレ呈の平均 ( A X AY) か小さくなる方向にステーシ4か補正される

ことになる。

０11０ 吹に、図9のステノプ5 9に移る。

０111 そのステノプ5 9ては、被側定ウエハ4０に形成されている全ての半導体チノプに



ついて電気的特性の測定が終了したかどぅかを制御部 9 が判断する。

０1 12 そして、終了していな v( O)と判断した場合には、電気的特性の終了していない

半導体チップに対してステップ を再び行ぅ。

０1 13 一方、終了した ( S ) と判断した場合には、この被測定ウェハ4 ０の測定を終了し

、次の被測定ウェハの受け入れの準備をする。

０1 14 以上により、本実施形態に係る半導体チップの検査方法の主要ステップが終了し

た」０

０1 15 上記した本実施形態でほ、ステップS 3 S 5 において電極パッド4 4 を観察すると

き、プローブ 3 はステージ4 の上方に位置しているので、観察中にプローブ 3 はス

テージ4 からの輻射熱を常に受けており、温度変化に伴ぅプローブ 3 の変形を防止

できる。

０1 16 したがって、電極パッド4 4 の観察時と各半導体チッ 4 2 の測定時とでプロー

ブ 3 の形状が変形せず、測定時に電極パッド4 4 に付くプローブ 3 の痕 3 a 3 b

同上の位置ずれの要因からプローブ 3 の熱変形を排除できる。
。

０1 17 そのため、ステップS 8 において、これらの後 3 a 3 b に基づいてステージ4 とフ

ローブ 3 との位置ずれを正確に補正できるよぅになり、補正後に電極パッド4 4 とプロ

ーブ 3 との間に位置ずれが発生する危険性を抑制できる。その結果、電極パッド4 4

周囲のパッシベーション膜4 6 にプローブ 3 の先端が接触することが原因でパッシベ

ーション膜4 6 にクラックが生じるのを防止でき、半導体チップの信頼性を維持すること

が可能となる。

０1 18 更に、ステップS 7 では、プローブ 3 の痕の位置ずれの計測基準として、 枚の被

測定ウェハ4 ０のぅち初期に測定される第 の半導体チッ 4 についた痕 3 aを用い
る。そのため、第 の半導体チッ 4 の役に複数の半導体チップを連続して測定し

たことでプローブ 3 が変形しても、その変形に伴ぅ電極パッド4 4 とプローブ 3 との位

置ずれを見逃す危険性が減る。

０1 19 ( 4 ) 第4 実施形態

図 3 、本実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチヤート

である。



０12０ また、図 4 は、第4 実施形態に係る試験装置の模式図である。なお、図 4 におい

て、第 実施形態で説明したのと同じ要素には第 実施形態と同じ符号を付し、以下

ではその説明を省略する。

０12 1 本実施形態でも、第3実施形態と同様に、第 の半導体チッ 4 の役に行われる

第2の半導体チッ 4 2の測定時に、測定済みの第 の半導体チッ 4 を観察できる

位置にカメラ 2を設ける。

０122 そして、図 3の最初のステップ5 2０では、制御部9の制御下でステージ4 を上昇さ

せることにより第 の半導体チッ 4 の電極パッド4 4 にプローブ 3を当て、第 の半

導体チッ 4 の電気的特性を測定する。

０123 このようにプローブ 3を当てたことで、電極パッド4 4 にはプローブ 3の痕 3 a が付

くことになる。

０124 次いで、ステップ5 2 に移り、ステージ4 の上昇と移動とを繰り返し、第 の半導体チ

ッ 4 と第2の半導体チッ 4 2の間の所定個数の半導体チップの電気的特性を測

定する。

０125 その後、ステップ522 に移り、制御部9 の制御下においてステージ4 を上昇させるこ

とにより、第2の半導体チッ 4 2の電極パッド4 4 にプローブ 3を当て、第2の半導体

チッ 4 2の電気的特性を測定する。そして、測定が終了したらステージ4 を下降させ

る。このとき、カメラ 2の下方には第 の半導体チッ 4 の電極パッド4 4 が位置して

いる。

０126 次いで、ステッ 523に移り、カメラ 2 により第 の半導体チッ 4 の電極パッド4 4

を観察し、これにより得られた画像データを制御部9 が取得する。

０127 なお、観察する電極パッド4 4 は特に限定されず、第 の半導体チッ 4 に形成さ

れた複数の電極パッド4 4 のうち、代表の数個を観察するようにしてもよい。或いは、

一つの電極パッド4 4 のみを観察してもよい。

０128 そして、ステップ524 に移り、ステップ523 で取得した画像データを元にして、制御

部9 が電極パッド4 4 についたプローブ 3の痕 3 aの面積 を算出する。

０129 その後、ステージ4 の上昇と移動とを練り返すことにより、所定個数の半導体チップ

の電気的特性を測定する。



０13０ そして、ステップS 2 5に移り、カメラ 2の下方に移動してきた第2の半導体チッ 4 2

の電極パッド44をカメラ 2により観察し、制御部9が該電極パッド44の画像データを

取得する。

０13 1 このとき、第2の半導体チッ 4 2はカメラ 2の下方に位置しているため、電極パッド

44の観察のためにステージ4を大きく移動させる必要がないうえ、ステージ4からの輻

射熱をプローブ 3が受けている状態を維持しながら電極パッド44を観察できる。

０132 また、観察する電極パッド44は特に限定されないが、ステップ523 において第 の

半導体チッ 4 における代表の数個の電極パッド44を観察した場合には、木ステッ

プでもそれらと同じ電極パッド44を観察するようにする。

０133 次いで、ステッ 526 に移り、ステップ525 で取得した電極パッド44の画像データ

に基づき、第2の半導体チッ 4 2の電極パッド44に付いたプローブ 3の痕 3bの面

積 2を制御部9が算出する。

０134 その後、ステップ527 に移り、ステップ524 とステップ526 で取得したプローブ 3の

痕 3 a 3bのそれぞれの面積の差 2 を制御部9が算出する。

０135 ここで、痕 3a 3bの面積 、 2は、測定時におけるステージ4の高さ位置の目安

となり、その面積が大きいほどステージ4の位置が高くプローブ 3が電極パッド44に

強く押し当てられていることになる。

０136 したがって、ステップ524 と526 の間において、経時変化等によってプローブ 3の

高さが変動していなければ、時間間隔をおいて測定された各面積 、 2の差 2

は0になるはずである。

０137 これに対し、差 2 が0でない場合には、経時変化等によってプローブ 3の高さ

が変動していると推定できる。

０138 そこで、次のステップS 28では、上記の面積の差 2 が0に近づく方向にステー

、ジ4の高さ位置を補正する。

０139 その補正は、制御部9の制御下において行われ、例えば、差52 が正の規定値

を超えている場合には負の所定最 Zだけステージ4を下降させ、差 2 が
m似

負の規定 よりも刀省い場合には正の所定最 A Zだけステージ4を上昇させて
m

行われる。



０14０ 図 (a) は、ステージ4 の高さ位置を補正する前の電極パッド4 4 の拡大平面図で

あり、図 5 (b ) は、補正後の電極パッド4 4 の拡大平面図である。

０14 1 この例では、補正前 (図 5 ) に電極パッド4 4 に付いたプローブ 3 の痕 3 a が、

補正によってステージ4 の高さ位置を上昇させたことで、補正後 (図 5 (b ) ) ではその

面積が増大している。

０14 2 なお、ステップS 2 3 S 2 5で複数個の電極パッド4 4 を観察した場合には、個々の電

極パッド4 4 について差5 2 を求め、それらを観察した電極パッド4 4 の個数で平均

し、当該平均値と各規定値 、 とを比較して上記のように補正してもよい。
m"
， m "

０14 3 次に、図 3 のステップ529 に移り、被測定ウエハ4 ０に形成されている全ての半導

体チップについて電気的特性の測定が終了したかどうかを制御部 9 が判断する。

０14 4 そして、終了していな v( O)と判断した場合にほ、電気的特性の測定が終了して

いない半導体チップに対してステップS 2 を再び行う。

０14 5 一方、終了した ( S ) と判断した場合には、この被測定ウエハ4 ０の測定を終了し

、次の被測定ウエハの受け入れの準備をする。

０14 6 以上により、本実施形態に係る半導体チップの検査方法の主要ステップが終了し

た０

０14 7 記した本実施形態によれば、経時変化等によってプローブ 3 の高さが変動した

場合でも、電極パッド4 4 に付いたプローブ 3 の痕 3 a 3 bの面積を利用することに

より上記のようにステージ4 の高さを補正できる。そのため、電極パッド4 4 への過度な

押し付けが原因でプローブ 3 が変形するのを防止したり、電極パッド4 4 とプローブ

3 との接触力が不足してこれらの間の電気的なコンタクトが不十分になるのを防止し

たりできる。

０14 8 しかも、第3実施形態と同様に、本実施形態でも電極パッド4 4 を観察する際には各

チッ 4 4 2の上方にヵメラ 2 が位置しているので、観察のためにステージ4 を移

動させる必要がない。これにより、ステージ4 の移動のための無駄な時間が不要にな

ると共に、観察時にステージ4 からの輻射熱をプローブ 3 が常に受けることができ、

温度変化によってプローブ 3 が変形するのを防止できる。

０14 9 (5) 第5実施形熊



図 6 は、本実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチヤート

である。

０15０ なお、試験装置の構成については、第3 実施形態で説明した図 ０におけるのと同

様なので、以下では省略する。

０15 1 また、図 (a) (b ) は、本実施形態に係る半導体チップの検査方法について示す

模式平面図である。図 (a) (b ) において、第 実施形態で説明したのと同じ要素

にほ第 実施形態と同じ符号を付し、以下でほその説明を省略する。

０15 2 図 6 の最初のステップ5 3 では、制御部 9 の制御下においてステージ4 の上昇と

移動とを繰り返すことにより、所定個数の半導体チップの電気的特性を測定する。

０15 3 次いで、ステッ 532 に移り、制御部 9 の制御下においてステージ4 を上昇させるこ

とで、第 の半導体チッ 4 の電極パッド4 4 にプローブ 3を当て、第 の半導体チッ

4 の電気的特性を測定する。

０154 そして、所定個数の半導体チップを測定した後、ステッ S 3 3 に移り、カメラ 2の下

方に移動してきた第 の半導体チッ 4 の電極パッド4 4 をカメラ 2 により観察し、制

御部 9 が該電極パッド4 4 の画像データを取得する。

０15 5 なお、観察する電極パッド4 4 は特に限定されず、半導体チッ 4 に形成された複

数の電極パッド4 4 のうち、代表の数個のみを観察してもよい。或いは、一つの電極パ

ッド4 4 のみを観察してもよい。

０156 次に、ステップ534 に移る。

０15 7 木ステップでは、図 7 (a) に示すように、上記の画像データを某にして、電極パッド

4 4 に付いたプローブ 3 の痕 3 a と電極パッド4 4 の輪郭との間隔Aが、規定値Bよりも

大きいかどうかを制御部 9 が判断する。

０158 その規定値Bは特に限定されないが、例えば5 m程度である。

０159 そして、規定値Bよりも大きくな v( O)と判断した場合には、ステップS 3 5 に移り、

間隔A が規定値Bよりも大きくなる方向にステージ4 の位置を補正する。その補正は、

制御部 9 の制御下で水平面内においてステージ4 を並進又は回転させることにより行

われる。

０16０ このような補正の結果、図 7 に示すように、第 の半導体チッ 4 の測定後に



行われる第2 の半導体チッ 4 2 の測定においては、プローブ 3 の痕 3 b が電極パッ

ド4 4 の中央寄りに付くことになる。

０16 1 一方、ステップS 3 4 において規定値Bよりも大き v( S)と判断した場合には、ステ

ップ537 に移り、ステージ4 の補正をしないこととする。

０16 2 その後、ステップ536 に移り、被測定ウエハ4 ０に形成されている全ての半導体チッ

プについて電気的特性の測定が終了したかどうかを制御部 9 が判断する。

０16 3 そして、終了していな v( O)と判断した場合にほ、電気的特性の測定が終了して

いない半導体チップに対してステップS 3 を再び行う。

０16 4 一方、終了した ( S ) と判断した場合には、この被測定ウエハ4 ０の測定を終了し

、次の被測定ウエハの受け入れの準備をする。

０16 5 以上により、本実施形態に係る半導体チップの検査方法の主要ステップが終了し

た０

０16 6 記した本実施形態によれば、図 7 に示したように、電極パッド4 4 の輪郭ど痕

3 a との間隔Aが規定値Bよりも 、さい場合に、ステージ4 を補正して間隔A が規定値

Bよりも大きくなるようにする。

０16 7 これにより、経時変化によってプローブ 3 と電極パッド4 4 との接触位置が電極パッ

ド4 4 の中心から次第にずれる場合でも、当該接触位置が電極パッド4 4 の輪郭に達

する前にステージ4 を補正できる。そのため、プローブ 3 が電極パッド4 4から外れて

パッシベーション膜4 6 に当たる危険性が減り、プローブ 3 との接触でパッシベーショ

ン膜4 6 にクラックが入るのを防止できる。

０16 8 更に、ステップ533 においてカメラ 2 により電極パッド4 4 を観察するときには、第

の半導体チッ 4 の上方にカメラ 2 があるので、観察のためにステージ4 を大きく移

動する必要がない。よって、移動のための時間が不要であると共に、ステージ4から

の輻射熱をプローブ 3 が受けた状態を維持でき、温度変化によってプローブ 3 が

変形するのを防止できる。

０16 9 (6) 第6 実施形態

図 8 は、本実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチヤート

である。



０17０ なお、試験装置の構成については、第3 実施形態で説明した図 ０におけるのと同

様なので、以下では省略する。

０17 1 また、図 9 は、本実施形態における試験時の電極パッド4 4 の拡大平面図である。

０17 2 図 8 の最初のステッ 5 4 ０では、制御部 9 の制御下において、被測定ウエハ4 ０の

複数の半導体チップの中の一つである第 の半導体チッ 4 の電気的特性を測定

する。

０17 3 その後、所定個数の半導体チッ 4０の測定をォ〒い、ヵメラ 2 の下方に第 の半導

体チッ 4 が移動してきたところでステップS 4 に移り、第 の半導体チッ 4 の電

極パッド4 ０をヵメラ 2で観察する。この観察により得られた画像信号は、制御部 9 に

取り込まれる。

０17 4 また、木ステップにおいて観察する電極パッド4 4 は特に限定されず、半導体チップ

4 に形成された複数の電極パッド4 4 のうち、代表の数個のみを観察してもよいし、一

つの電極パッド4 4 のみを観察してもよい。

０17 5 次に、ステップ542 に移り、ヵメラ 2から出力された画像信号に基づき、制御部 9 が

プローブ 3 の痕 3 a (図 9参照 ) の位置を把握する。

０17 6 そして、ステッ 543に移り、図 9 のように痕 3 a が電極パッド4 4からはみ出してい
るかどうかの判断を制御部 9 が行う。

０17 7 そして、はみ出している ( S ) と判断した場合には、ステップS 4 5 に移り、第 の半

導体チッ 4 の測定後に行われる他の半導体チップの測定の中止を制御部 9 が決

定する。

０17 8 一方、はみ出していな v( O)と判断した場合には、ステップS 4 4 に移り、被測定ウ

エハ4 ０に形成されている全ての半導体チップについて電気的特性の測定が終了し

たかどうかを制御部 9 が判断する。

０17 9 そして、終了していな v( O)と判断した場合には、電気特性の測定が終わってい
ない半導体チップに対してステッ 54０を再び行う。

０18０ 一方、終了した ( S ) と判断した場合には、この被測定ウエハ4 ０の測定を終了し

、次の被測定ウエハの受け入れの準備をする。

０18 1 以上により、本実施形態に係る半導体チップの検査方法の主要ステップが終了し



た」０

０18 2 上記した本実施形態によれば、ステッ S 4 3 においてプローブ 3 の痕 3 aが電極

パッド4 4からはみ出していると判断した場合には、ステップ545 に移ってそれ以降の

測定を中止する。

０18 3 痕 3 aが電極パッド4 4からはみ出る原因としては、例えば、電極パッド4 4 上の典物

を踏んだことが原因でプローブ 3 が過度に変形した場合があり、その場合はステー

、ジ4 の位置補正だけでは電極パッド4 4 にプローブ 3 を当てることができなくなる。

０18 4 そのような場合に、上記のように測定を中止すれば、変形したプローブ 3 が後続の

半導体チップの電極パッド4 4から外れてパッシベーション膜4 6 に当たるのを防止で

き、パッシベーション膜4 6の傷が原因で半導体チップの歩留まりが低下するのを抑

制できる。

０18 5 (7) 第7実施形態

図2０は、本実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチヤート

である。

０18 6 本実施形態は、ステッ 5 4０～543 までは第6 実施形態と同一であるが、ステッ 5
4 3での判断以降に行われるステップが以下のように第6 実施形態とは典なる。

０18 7 まず、ステッ 543 において制御部 9 により痕 3 aが電極パッド4 4からはみ出して

いな v( O)と判断された場合には、ステップS 5 ０に移り、制御部 9 が第 の半導体

チッ 4０
，を記憶部 9 a (図 参照 ) に外観良品チップとして登録する。

０18 8 一方、ステッ 543 において制御部 9 により痕 3 a が電極パッド4 4からはみ出して

いる ( S ) と判断された場合には、ステップS 5 3 に移り、制御部 9 が第 の半導体チ

ッ 4０を記憶部 9 a に外観不良チップとして登録する。

０18 9 続いて、ステップ5 5 に移り、制御部 9 が被測定ウエハ4 ０に形成されている全ての

半導体チップの測定が終了したかどうかを判断する。

０19０ ここで、終了していない( )と判断された場合には、電気特性の測定が終わって

いない半導体チップに対してステッ S 4 ０を再び行う。

０19 1 一方、終了した ( S ) と判断された場合には、ステップS 5 2 に移り、外観不良マッ

プを作成する。木ステップは、記憶部g aに登録された外観不良チップと外観良品チ



ップに某づいて測定部9が行ぅ。

０192 図2 は、この外観不良マッ 8０の一例を示す平面図である。

０193 外観不良マッ 8０は、被測定ウエハ4０における外観不良チップと外観良品チップ

の位置を示すものである。

０194 以上により、本実施形態に係る半導体チップの検査方法の主要ステップが終了し

た」０

０195 上記した本実施形態によれば、被測定ウエハ4０に形成されている複数の半導体チ

ップの測定と並行して、ステップS 5０ 5 3において外観不良チップと外観良品チッ

プの判別を行ぅ。

０196 そのため、被測定ウエハ4０の電気的特性の測定を行った後、各半導体チップの外

観を検査する外観検査工程が不要になり、半導体装置の製造工程の短縮化に寄与

することができる。

０197 (8) 第8実施形熊

本実施形態では、半導体チップの実際の最産工程への第 ～第7実施形態の適用

方法について説明する。

０198 図22は、本実施形態に係る半導体チップの検査方法について示すフローチャート

である。

０199 本実施形態では、図22の検査工程5 6０において、複数の半導体チップが設けら

れた被測定ウエハ4０に対し、各半導体チップの電気的特性を検査する。そして、そ

の検査の対象となる半導体チップに対し、第 ～第7実施形態で説明したよぅなカメラ

2による電極パッド44の観察を行ぅ。

０2００ 次いで、リジェクト工程S 6 に移り、検査工程S 6０における電気的特性の検査で不

良と判断された半導体チップを除いて、良品と判断された半導体チップのみを残すよ

ぅにする。

０2０1 以上により、本実施形態に係る半導体チップの検査方法の主要ステップを終了す

る。

０2０2 本実施形態のよぅに最産工程に第 ～第7実施形態を適用することで、電極パッド4

4の観察時におけるプローバ 3の熱変形を防止できる等の効果を実際の最産工程



で得ることができる。



請求の範囲

支持某板と、前記支持某板に取り付けられたプローブとを備えるプローブカードと、

被測定ウェハを載せるステージと、

前記プローブカード上に設けられ、前記被測定ウェハに形成された第 の半導体

チップの電極パッドを観測するカメラと、

前記プローブカードに対する前記ステージの位置を移動させる移動手段と、

を有することを特徴とするプローバ。

2 前記カメラの画像信号の取り込みと、前記移動手段の制御とを行ぅ制御部を更に有

し、

前記制御部が、

前記カメラの画像信号に某づき、前記第 の半導体チップの前記電極パッドに付い

た前記プローブの痕の位置を把握し、

前記第 の半導体チップの測定の後に、前記ステージ上の前記被測定ウェハに形

成された第2の半導体チップの電極パッドに前記プローブを接触させ、前記第2の半

導体チップの電気的特性を測定し

前記第2の半導体チップの測定後に、前記カメラによって前記第2の半導体チップ

の電極パッドを観察し、

前記カメラの画像信号に某づき、前記第2の半導体チップの前記電極パッドに付い

た前記プローブの痕の位置を把握し、

前記第 の半導体チップの前記電極パッドについた前記プローブの痕の位置と、

前記第2の半導体チップの前記電極パッドについた前記プローブの痕の位置とのズ

レ呈を計測し、

前記ズレ呈が 、さくなる方向に前記ステージの位置を補正することを特徴とする請

求項 に記載のプローバ。

3 前記制御部は、

前記カメラの画像信号に某づき、前記プローブの痕と前記電極パッドの輪郭との間

隔が規定値よりも大きいかどぅかを判断し、

前記間隔が前記規定値よりも大きくないと判断したときに、前記間隔が前記規定値



よりも大きくなる方向に前記ステージの位置を補正することを特徴とする請求項 に記

載のプローバ。

4 前記制御部は、

前記カメラの画像信号に某づき、前記第 の半導体チップの前記電極パッドに付い
た前記プローブの痕の位置を把握し

前記把握されたプローブの痕の位置に某づいて、前記痕が前記電極パッドからは

み出しているかどぅかを判断し、

前記痕が前記電極パッドからはみ出していると判断された場合に、前記第 の半導

体チップの測定後に行われる他の半導体チップの測定の中止を決定することを特徴

とする請求項 に記載のプローバ。

5 前記制御部は、

前記カメラの画像信号に某づき、前記第 の半導体チップの前記電極パッドに付い
た前記プローブの痕の位置を把握し、

前記把握されたプローブの痕の位置に某づいて、前記痕が前記電極パッドからは

み出しているかどぅかを判断し、

前記痕が前記電極パッドからはみ出していると判断した場合に、前記第 の半導体

チップを外観不良チップとして記憶し、

前記痕が前記電極パッドからはみ出していないと判断した場合に、前記第 の半導

体チップを外観良品チップとして記憶し、

前記記憶した前記外観不良チップと前記外観良品チップの前記被測定ウェハ内で

の位置を示すウェハマップを作成することを特徴とする請求項 に記載のプローバ。

6 前記制御部は、

前記カメラの画像信号に某づき、前記第 の半導体チップの前記電極パッドに付い
た前記プローブの痕の面積を算出し、

前記第 の半導体チップの測定の後に、前記ステージ上の前記被測定ウェハに形

成された第2の半導体チップの電極パッドに前記プローブを接触させ、前記第2の半

導体チップの電気的特性を測定し、

前記第2の半導体チップの測定後に、前記カメラによって前記第2の半導体チップ



の電極パッドを観察し、

前記カメラによる前記観察の結果に某づき、前記第2の半導体チップの前記電極

パッドに付いた前記プローブの痕の面積を算出し、

前記第 の半導体チップの前記電極パッドについた前記プローブの痕の面積と、

前記第2の半導体チップの前記電極パッドについた前記プローブの痕の面積との差

を計測し、

前記差が0に近づく方向に前記ステージの高さ位置を補正することを特徴とする詰

求項 に記載のプローバ。

7 前記制御部は、

前記第 の半導体チップの測定の前に、前記カメラの前記画像信号に某づき、前

記電極パッドに外観不良があるかどぅかを判断し、

前記電極パッドに外観不良があると判断した場合に、前記第 の半導体チップを外

観不良チップとして記憶し、

前記電極パッドに外観不良がないと判断した場合に、前記第 の半導体チップを外

観良品チップとして記憶し、

前記記憶した前記外観不良チップと前記外観良品チップの前記被測定ウェハ内で

の位置を示すウェハマップを作成することを特徴とする請求項 に記載のプローバ。

8 前記プローブと前記カメラの視野中心との間隔は、前記第 の半導体チップのザイ

ズの整数倍であることを特徴とする請求項 に記載のプローバ。

9 テスタ部と、

前記テスタ部と電気的に接続されるプローバ部とを有し、

前記プローバ部は、

支持某板と、前記支持墓板に取り付けられたプローブとを備えるプローブカードと、

被測定ウェハを載せるステージと、

前記プローブカード上に設けられ、前記被測定ウェハに形成された半導体チップ

の電極パッドを観測するカメラと、

前記プローブカードに対する前記ステージの位置を移動させる移動手段と、

を有することを特徴とする試験装置。



０ 前記テスタ部は、前記プローブカードに当接するテストヘッドを備え、

前記カメラが前記テストヘッド上に設けられ、且つ、前記支持基板において前記カ

メラに対応する位置に開口が設けられていることを特徴とする請求項9に記載の試験

フし一ブカードの支持墓板に取り付けられたプローブを、ステージ上の被測定ウェ
ハに形成された第 の半導体チップの電極パッドに接触させ、前記第 の半導体チッ

プの電気的特性を測定するステップを有し、

前記第 の半導体チップの測定前若しくは測定後に、前記支持某板上或いは前記

プローブカードの上方に設けられたカメラによって、前記第 の半導体チップの電極

パッドを観察することを特徴とする半導体チップの検査方法。

2 前記カメラによる前記観察の結果に某づき、前記第 の半導体チップの前記電極

パッドに付いた前記プローブの痕の位置を把握するステップと、

前記第 の半導体チップの測定の後に、前記ステージ上の前記被測定ウェハに形

成された第2の半導体チップの電極パッドに前記プローブを接触させ、前記第2の半

導体チップの電気的特性を測定するステップと、

前記第2の半導体チップの測定後に、前記カメラによって前記第2の半導体チップ

の電極パッドを観察するステップと、

前記カメラによる前記観察の結果に某づき、前記第2の半導体チップの前記電極

パッドに付いた前記プローブの痕の位置を把握するステップと、

前記第 の半導体チップの前記電極パッドについた前記プローブの痕の位置と、

前記第2の半導体チップの前記電極パッドについた前記プローブの痕の位置とのズ

レ呈を計測するステップと、

前記ズレ呈が 、さくなる方向に前記ステージの位置を補正するステップとを更に有

することを特徴とする請求項 に記載の半導体チップの検査方法。

3 前記ステージの位置を補正するステップにおいて、水平面内で前記ステージを並

進若しくは回伝することにより、前記ステージの位置を補正することを特徴とする請求

項 2に記載の半導体チップの検査方法。

4 前記カメラによる前記観察の結果に某づき、前記プローブの痕と前記電極パッドの



輪郭との間隔が規定値よりも大きいかどぅかを判断するステップと、

前記間隔が前記規定値よりも大きくないと判断されたときに、前記間隔が前記規定

値よりも大きくなる方向に前記ステージの位置を補正するステップとを更に有すること

を特徴とする請求項 に記載の半導体チップの検査方法。

5 前記カメラによる前記観察の結果に某づき、前記第 の半導体チップの前記電極

パッドに付いた前記プローブの痕の位置を把握するステップと、

前記把握されたプローブの痕の位置に某づいて、前記痕が前記電極パッドからは

み出しているかどぅかを判断するステップと、

前記痕が前記電極パッドからはみ出していると判断された場合に、前記第 の半導

体チップの測定後に行われる他の半導体チップの測定の中止を決定するステップと

を更に有することを特徴とする請求項 に記載の半導体チップの検査方法。

6 前記カメラによる前記観察の結果に某づき、前記第 の半導体チップの前記電極

パッドに付いた前記プローブの痕の位置を把握するステップと、

前記把握されたプローブの痕の位置に某づいて、前記痕が前記電極パッドからは

み出しているかどぅかを判断するステップと、

前記痕が前記電極パッドからはみ出していると判断した場合に、前記第 の半導体

チップを外観不良チップとして記憶するステップと、

前記痕が前記電極パッドからはみ出していないと判断した場合に、前記第 の半導

体チップを外観良品チップとして記憶するステップと、

前記記憶した前記外観不良チップと前記外観良品チップの前記被測定ウェハ内で

の位置を示すウェハマップを作成するステップとを更に有することを特徴とする請求

項 に記載の半導体チップの検査方法。

7 前記カメラによる前記観察の結果に某づき、前記第 の半導体チップの前記電極

パッドに付いた前記プローブの痕の面積を把握するステップと、

前記第 の半導体チップの測定の後に、前記ステージ上の前記被測定ウェハに形

成された第2の半導体チップの電極パッドに前記プローブを接触させ、前記第2の半

導体チップの電気的特性を測定するステップと、

前記第2の半導体チップの測定後に、前記カメラによって前記第2の半導体チップ



の電極パッドを観察するステップと、

前記カメラによる前記観察の結果に某づき、前記第2の半導体チップの前記電極

パッドに付いた前記プローブの痕の面積を把握するステップと、

前記第 の半導体チップの前記電極パッドについた前記プローブの痕の面積と、

前記第2の半導体チップの前記電極パッドについた前記プローブの痕の面積との差

を計測するステップと、

前記差が0に近づく方向に前記ステージの高さ位置を補正するステップとを更に有

することを特徴とする請求項 に記載の半導体チップの検査方法。

8 前記第 の半導体チップの測定の前に、前記カメラによる前記観察の結果に某づき

、前記電極パッドに外観不良があるかどぅかを判断するステップと、

前記電極パッドに外観不良があると判断した場合に、前記第 の半導体チップを外

観不良チップとして記憶するステップと、

前記電極パッドに外観不良がないと判断した場合に、前記第 の半導体チップを外

観良品チップとして記憶するステップと

前記記憶した前記外観不良チップと前記外観良品チップの前記被測定ウェハ内で

の位置を示すウェハマップを作成するステップとを更に有することを特徴とする請求

項 に記載の半導体チップの検査方法。

9 複数の半導体チップが設けられた前記被測定ウェハに対し、前記半導体チップの

電気的特性を検査する検査工程と、

前記検査の結果、不良と判断された前記半導体チップを除いて、良品と判断され

た前記半導体チップのみを製品として残す工程とを更に有し、

前記第 の半導体チップは前記複数の半導体チップの一つであり、

前記第 の半導体チップの電気的特性を測定するステップと、前記電極パッドを観

察するステップは、前記検査工程において行われることを特徴とする請求項 に記

載の半導体チップの検査方法。
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